
Metal Contamination

為了使半導體製造更有效率,  大面積450mm Wafer正加速開發中。住化分析可評價對應至450mm
製程中之零件或製造裝置材料,  其Wafer表面超微量金屬分析可達 E7atoms/cm2。

Wafer 表面的微量金屬分析

Wafer 汙染評價
對應 200／300／450mm 的潔淨度評價

＜ 450mm Wafer表面的微量金屬分析定量下限說明 ＞＜ 分析流程 ＞

超微量化學汙染評價

從既有的經驗與知識,  獨自設計的無化學汙染無塵室,  可評價超微量表面分子的汙染物質。
（SMCs：Surface Molecular Contaminants）
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大面積蝕刻

加熱・濃縮處理

試料調整處理

定量分析（ICP-MS）

4～9E7 atoms／cm2

1～5E8 atoms／cm2

5～9E8 atoms／cm2

1～5E9 atoms／cm2

5～9E9 atoms／cm2

＜ 無有機汙染實驗室 ＞ ＜ 無離子汙染實驗室 ＞＜ 無金屬汙染實驗室 ＞


